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内容概要

　　这本关于CMOS
VLSI设计的畅销图书经过全面修订，囊括了在芯片上设计复杂与高性能CMOS系统的大量先进技术。
本书覆盖了从数字系统一级到电路一级的CMOS设计方法，其中既介绍了一些基本原理，也介绍了许
多很好的设计经验。

　　Neil H．E．Weste和新的合著者David
Harris利用他们丰富的业界实践经验与教学经验对先进的芯片设计方法进行了介绍。
本书作者曾经在Intel、Cisco和Bell实验室工作过，作者通过共享他们在这一专业领域的经验，从实用
的角度阐述了有关CMOS
VLSI设计的内容。
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